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１．はじめに 
CuO は 1.3～2.1 eV の間接遷移型バンドギャップを持つ p型半導体である。約 2.0 eVの直接遷

移型バンドギャップを持つ Cu2O に比べて吸収係数は小さいが、単接合太陽電池の理論限界変換
効率曲線のピーク値 1.4 eV に近いバンドギャップであり、太陽電池への応用が期待できる。我々
は、安価かつ毒性の低い有機金属原料とした常圧 MOCVD 法による Cu2O 薄膜の堆積について報
告を行ってきた。本研究では、同装置を用いた CuO 薄膜の作製と評価について報告する。 

 

２．実験方法 

有機金属加熱炉および反応炉として横型管状炉 2台を用いた常圧MOCVD装置によりCuOの堆
積実験を行った。原料としてビス(2,4-ペンタンジオナト)銅(II)と O2ガス、基板としてガラスを用
いた。O2ガスは管内搬送管により供給し、反応炉で有機金属と混合・反応させた。有機金属加熱
炉の温度を 220℃、有機金属キャリアガスとして N2を 1.0 SLM、堆積時間を 60 min とし、O2を
0.3 SLM、堆積温度を 350-500℃と変化させて堆積した。堆積した薄膜の物性評価として、AFMに
よる表面評価、分光光度計による光学評価、及び XRD 2θ-ωスキャンによる結晶評価を行った。 

 

３．結果および考察 

図 1に XRD 2θ-ωスキャンの堆積温度依存性を示す。350℃では Cu2O (111)のピークが最も強く
観測された。400℃では CuO (-111)のピークが最も強く、次いで Cu2O (200)ピークも観察された。
450℃及び 500℃では、CuO 及び Cu2O のピークが弱く、Cu (111)及び Cu (200)ピークが強く観測さ
れた。堆積温度を高くするに従い、Cu2O から CuO、Cu へ変化すること、CuO を得るには 400℃
が最適であることがわかった。 

分光光度計で測定した透過率及び反射率から算出した(αhν)
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-hν プロットの堆積温度依存性を
図 2 に示す。350℃では 2.3 eV及び 1.7 eVの光学バンドギャップが観察された。400℃では 1.3 eV

が得られ、450℃及び 500℃では 0であった。XRD の結果から 350℃では Cu2O 単一の膜であり、
得られた 2.3eV の光学バンドギャップは Cu2O 薄膜に起因したものである。400℃の XRD スペク
トルではCu2OとCuOの両ピークが存在するがピーク強度の違いからCuOが主成分であり、1.3 eV

の光学バンドギャップは CuO 薄膜に起因したものと考えている。450℃及び 500℃では金属 Cu膜
が堆積したため、光学バンドギャップは 0 になった。本研究発表は、SIT グリーンイノベーショ
ン研究センターの支援を受けて行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.( αhν )
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-hν プロットの堆積温度依存性 図 1.XRD 2θ-ω スキャンの堆積温度依存性 
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